
b c

a

103.7

(a) (b)

(100)

(001)

(010)

OII

OI

GaI

GaII
OIII

c*

a*

b

c

a
0

13.7

90103.7

180

b c

a

103.7

(a) (b)

(100)

(001)

(010)

OII

OI

GaI

GaII
OIII

c*

a*

b

c

a
0

13.7

90103.7

180

 

Fig. 1 (a) Crystal structure of -Ga2O3 with a unit cell. 
(b) Projection of the unit cell along the surface normal 
b-axis of the (010) plane. 
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Fig. 2 Polarized reflectance spectra of (010) Mg-doped 
-Ga2O3 substrate at RT. The angles from the reverse 
direction of the a*-axis are shown. 

-Ga2O3結晶の(010)面における光学的異方性 
Optical Anisotropy in (010) Plane of -Ga2O3 Crystals 
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［はじめに］単斜晶型構造の酸化ガリウム（-Ga2O3）はバンドギャップエネルギー（Eg）が GaN
や SiC よりも大きく、単結晶作製も比較的容易なため、高耐圧、低損失のパワーデバイスを低コ

スト・低エネルギーで製造できる材料として注目を集めている[1,2]。しかし、室温の Egは 4.4~5.0 
eV で様々な実験値が報告され[3,4]、定まっていなかった。これまでに、我々は、FZ 法により製

作した-Ga2O3 の透過と反射スペクトルの偏光依存性を測定し、吸収端付近のバンド構造を詳細に

調査した[5]。その結果、直接遷移の吸収端のエネルギーを、E//c で 4.48 eV、E//a*で 4.57 eV、E//b
でeV と決定した。また、間接遷移のバンドギャップエネルギー（eV）は、直接遷移のバ

ンドギャップエネルギー（eV）よりも若干小さいことがわかった。これらの研究から、室温

の Egとして様々な値（4.4~5.0 eV）が報告

された理由として、-Ga2O3における特異

な光学的異方性の影響を指摘した。本講演

では、-Ga2O3 結晶の(010)面における光学

的異方性について、さらに詳細に調査した

結果を報告する。 
［実験］FZ 法により成長した(010)面基板

の測定を行った。Si、Mg、Zn、Fe 添加基

板を用意した。偏光透過と偏光反射測定で

は、グラントムソンプリズムを用いた。 
［結果と考察］室温での偏光反射スペクト

ルを図 2 に示す。図では、a*軸と逆方向か

らの角度を示す。全てのスペクトルには、

直接遷移に伴う構造が明瞭に現れた。エネ

ルギーシフトは、点での価電子帯の頂上

付近から伝導帯の最下点への遷移過程の

変化によるものであり、価電子帯が2
 (1)

（光の電場ベクトル E と c 軸が平行なと

きに遷移が許容される）から2
 (2)（Ea*

のときに許容される）へ変化していること

を示す。講演では、不純物種の影響ついて

も議論する。
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